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L'intérét pour l'intégration de GaAs sur Si est un
objectif longtemps visé par la communauté
scientifique notamment pour des applications
optoélectroniques, notamment dans le domaine
photovoltaique ou photonique. Les plus grands
obstacles d’une intégration de GaAs sur Si sont
liés a leur fort désaccord de maille (4,1%) qui
«——> génere de fortes dislocations et domaine d’anti-

20-90nm . . p .
phases. Pour pallier a cette problématique, nous

avons développé la méthode ELTOn: Epitaxial
Lateral overgrowth on Tunnel Oxide from nano-
seed. Cela consiste a épitaxier des microcristaux de GaAs a partir de nano-ouvertures (< ¢ 90 nm)
formées thermiquement dans la couche ultrafine d’oxyde de silicium (< 2 nm). Il a été démontré par
ce procédé des micro-cristaux de GaAs parfaitement épitaxié sur silicium sans défaut structurel avec
une bonne intégration opto-electronique sur toute leur surface (empilement GaAs/Si et GaAs/SiO,/Si
par effet tunnel) [1].

Notre objectif aujourd’hui est de recouvrir de GaAs le maximum de surface de Silice afin d’atteindre
une quasi-surface. Nous développons une méthode de lithographie rapide, reproductible et
économique pour localiser les croissances de p-cristaux en un réseau hexagonal. La méthode de
lithographie doit nécessairement permettre de conserver une silice trés fine et de réaliser des nano-
ouvertures pour conserver une épitaxie sans défaut.

La méthode de la lithographie par nanospheéres est le candidat idéal pour nos applications. En effet,
les nanopshéres s’auto-organisent en réseau hexagonal. En variant le diametre des billes et en les
gravant, nous pouvons ajuster avec précision, et la distance entre, et la tailles de ces ouvertures. Nous
présenterons nos récentes avancées sur I’hétéroépitaxie de p-cristaux de GaAs/Si avec cette méthode.

[1] C. Renard et al, Sci. Rep, 2016, 6, 25328. d0i:10.1038/srep25328.



